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Papereihin Tentissé sallitut apuvilineet
- sukunimi ja etunimet - kynit, kumit jne.
- opiskelijanumero - taskulaskin
- koulutusohjelma. - lukion kaavakokoelma tms. + Laplace taulut

Selvitd lyhyesti (max. 2...4 lausetta + mahdollinen kuva), miti seuraavilla termeillé tarkoitetaan
- FZ-menetelmé

- SiC

- triak

- heat-pipe

- ferriitti.

Esittele IGBT:n rakenne, toimintaperiaate ja ominaisuudet.

Esittele kiihdytetty superpositiomenetelmi. Mitd muita menetelmid on komponentin limpene-
mén laskuun yleisessi tapauksessa? Mitki ovat niiden edut ja haitat?

Mairid IXFH15N60 -fetin vaatiman jdihdytyselementin limpévastus, kun fetin virta on oheisen

kuvan mukainen. Jadhdytysilman limpétila on 45 °C ja Vgg = 10 V. Fetin yli oleva jinnite on
péillekytkennin aikana 360 V ja katkaisun aikana 500 V.
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Allja I

Erddn forward-hakkuriteholdhteen (kuva alla) muuntajassa on lieridk#idmitys, jonka leveys b, =
24,7 mm ja keskimiirdinen kierrospituus /,, = 85,5 mm. Ensi6- ja toisiokdéimityksen paksuudet
ovat Ay = 1,91 mm ja hyy = 2,3 mm seka kierrosluvut 193 ja 6. Ension ja toision vilissé olevan

eristekerroksen paksuus on 0,4 mm sekd uo=4n 10-7 H/m.
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a) Laske muuntajan toistoon redusoidun hajainduktanssin suuruus (kaava seuraavalla sivulla)

b) Kuinka pitkd aika kuluu virran kommutointiin toisiossa olevien diodien vilill4, kun suoto-
kuristimessa kulkee vakio 30 A virta ja toision tyhjdkéyntijannite on 20 ps kestdvistd + 12 V
positiivisista ja — 12 V negatiivisista pulsseista koostuvaa kanttiaaltoa. Oleta yksinkertaisuu-
den vuoksi, ettd muuntajan kddmityksien resistanssi on nolla, diodeilla ei ole takavirtaa ja
ettél niiden péistdjdnnite on 1 V.

¢) Miten paljon kommutointi alentaa hakkuriteholidhteen l4htojdnnitetti edellimainitussa
tapauksessa?



a toision vilisen hajainduktanssin aiheuttama jéinniteh#vid on useimmiten hallitseva
a syottii tasasuuntaajaa, jolloin hajainduktanssien

utoinnin aikaisena jinnitteen alenemana. Erdissd

Ension j
resistiiviseen nahden. Tavallisest muuntaj
vaikutus nikyy padasiassa diodien komm
sovelluksissa hajainduktanssista on hystyikin, kos

Kuvan 11.15 mukaisille tapauksilie on olemassa kaava: N

ka se rajoittaa toision oikosulkuvirran.
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L =£L"l_’f.(x +2Ix,)
3¥Y M (11.31)

mairi, johon hajainduktanssi halutaan redusoida,

Y = by, jos kyseessd lierickdmitys (ja ensio ja toisio ovat yht leveitd, by = bu2)

Y = hy, jos kyseessd vuorokiimitys (ja ensio ja toisio ovat yhti paksuja, hwi = kw2)
Yx, = ension ja toision valisten eristeiden tai ilmavilien paksuuksien summa

X = lieridkaamityksen kokonaispaksuus tai vuorokiamityksen kokonaisleveys

1, = keskimazrdinen johdinkierroksen piruus

M = ension ja toision vélisten eristeiden lukumaard

jossa N = sen kdimin kierros
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Kuva 11.15. Hajainduktanssin misrntyksen mitat; (2) lieriokaamitys; (b) vuorokaamitys.




LIXYS

HiPerFET™

Power MOSFETs IXFHAXFM15N60
IXFH/IXFM20N60
N-Channel Enhancement Mode
High dv/dt, Low t , HDMOS™ Family E
a
5
Symbol TestConditlons MaximumRatings
Vias T, =25°Cto 150°C 600 Vv
Vien T, =25°C 10 150°C; R, = 1 MQ 600 v
Vae Continuous *20 v
v Transient +30 v
fox T, =25°C 15N60 15 A
20NB0 20 A
low T, =25°C, pulse width limited by T, 15NB0 80 A
20N60 80 A
bia T, =25°C 15NB0 15 A
20N80 20 A
Eun T, =25°C 30 mJ
dvidt iy <, di/dt< 100 Afus, Vi SV .., 5 Vins
T, $150°C, R, =20
P, T. =25°C 300 w
T, -55... +150 *C
T 150 °C
Tua -55... +150 oG
T 1.6 mm {0.062 in.) from case for 10 s 300 “C
, Mounting torque 1.1310 Nmvb.in.
Welght TO-204=18¢, TO-247 =6 g
Symbol TestConditions Characteristic Values

(T, = 25°C, unless otherwise specified)

min, | typ. | max.
mor Vg =0V, |, =250 pA 600 A"
Vasgm Vg =Vga Iy = 4mA 20 45 v
laga Ve =£20V V=0 +100  nA
loss Vs =082V, T,= 25°C 250 pA
V=0V T,=125°C 1 mA

Riaen) Vas =10V, 1;=05=1 15NE0 050
20NB0 035 Q

Pulae test, t < 300 ps, duty cycled<2 %

IXY'S reserves the night lo change limits, test conditions, and dimensions.

VDSS | IDZS | Hnsam;
soovl 15A [ 0.50 O
600V | 20A |0.350Q
t <250 ns

TO-247 AD (IXFH)

G = Gate, D = Drain,
3 = Source, TAB = Drain
Features

* International standard packages

* Low Ry, ., HDMOS™ process

* Rugged polysilicon gate cell structure

* Unciamped Inductive Switching (UIS)
rated

+ Low package inductance
- easy to drive and lo protect

+ Fast intrinsic Rectifier

Applications

» DC-DC convertars

* Synchronous rectification

* Battery chargers

« Switched-mode and resonant-mode
power supplies

¢ DC choppers

* AC motor control

« Temperature and lighting controls

+ Low voltage relays

Advantages

« Easy to mount with 1 screw (TO-247)
(isolated mounting screw hole)

* Space savings

* High power density

91526E (4/99)

C1-214
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I1 I S IXFH 15N60 IXFH 20N60
] } ( Y IXFM 15N60 IXFM 20N60
Symbol Test Conditions Characterlstic Values .
(T, =25°C, unless otherwise specified) PRSI ARG S
min. | typ. | max. et G <ar L
P =
9, Vg =10V, 1, =050, puise test n| 18 5 ED ;ﬂj _{ "f {1
C[.. 4500 pF ]_ b B
.. Vgs =0V,V, =25V, f=1MHz 420 pF g
Crr 140 pF
tdgan) 200 40 ns
t, Vag =10V, V=052V . |, =05¢1,, 43| 80 ns Ll
by A, = 20 (External) 70| 90 ns ~ =t
t 40| 60 ns
Qe 151 170 nC Dim. | Millimeter l Inches
Min. Max | Min. Max.
Q V.. =10V, V_ =05V 1 =051 28| 40 nC
2 B E3 osst D pas A 198120320780 0800
Q, BO| 8 nC B R0.B021.46 (0819 0845
G [15.7516 26 | 0,610 0640
R 042 KW D | 355 3.65[0140 0144
Rcx 025 KW E |4.22 5490170 0216
F | 54 6.2[0212 0244
G [165 2113|0085 0.084
H . a5]. 0177
Source-Drain Diode Characteristic Values J 11 0 11-4 0.040 0235
{T,=25°C, unless otherwise specified) f S': 5-2 z::: 3'20:
Symbol TestConditions min. | typ. ;max. | (I [
I
1, vV, =0V 15N60 | 15 A N 1.5 2.49 |0087 0102
20NG0 | 20 A
A Repetitive; 15N60 680 A TO-204 AE (IXFM) Outline
pulse width limitedby T,  20NG0 80 A
R ——
Vg fooly V=0V, 15 Vv i 8 i
Puise test, t < 300 ps, duty cycle d< 2 % il [ o
i
1. T,= 25°C 250 ns } e | 'rllc
T = 125°C 400 ns !
=1 .
G didt=100Afs, L= 258G X =
V=100V .= W
. T,= 25°%G 10 A
TJ= 125°C 15 A
Dim,| Mitlimetar tnches
Min __Max. | Min Max |
A [3B.81 3912 [1.520 1540
B . 2222 - 0.875
C | 640 11.40 [0252 0.448
D |145 180]|0057 0063
E | 152 2343|0080 0135
F 3015 BSC [1.187 BSC
G [10.67 1117 [0.420 0440
H |521 571 [0205 0225
J 1684 1714 | 0655 0675
K [1118 12.19 | 6.440 0.480
Q |a84 4.9 0151 0.165
A [e5.16 2668 |0.991 1.050
©2000 IXYS Allrighis reserved T g T = C1-215
4,850,072 4,931,844 5,034,796 5,063,307 5,207,481 5,381,025



DIXYS IXFAM 1560 XFM 20N50
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Fig. 1 Output Characteristics Fig. 2 Inpul Admittance
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|1 I x S?S IXFH 15N60 IXFH 20N60
- IXFM 15N60 IXFM 20N60
Fig.7 Gate Charge Characteristic Curve Fig.8 Forward Bias Safe Operating Area
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